


















































专利名称(译) 液晶显示装置的制造方法

公开(公告)号 US7505091 公开(公告)日 2009-03-17

申请号 US11/954995 申请日 2007-12-12

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所有限公司.

[标]发明人 HIRAKATA YOSHIHARU
NISHI TAKESHI
YAMAZAKI SHUNPEI
FUKUNAGA TAKESHI

发明人 HIRAKATA, YOSHIHARU
NISHI, TAKESHI
YAMAZAKI, SHUNPEI
FUKUNAGA, TAKESHI

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/1333 G02F1/1335 G02F1/136 G02F1/1362 G02F1/1368

CPC分类号 G02F1/134363 H01L27/1255 G02F1/133512 G02F1/136209 G02F1/136213

代理机构(译) FISH＆RICHARDSON P.C.

优先权 1996113166 1996-04-09 JP
1996096318 1996-03-26 JP
1996078346 1996-03-05 JP

其他公开文献 US20080102548A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在通过与基板平行的横向电场控制液晶层来执行图像显示的液晶显示装
置中，横向电场由黑矩阵和像素电极形成。也就是说，公共电极和黑色
矩阵是通用的，它们是传统上单独提供的。此外，存储电容器形成在黑
矩阵和像素线与插入其间的第三层间绝缘膜共面的区域中。由于通过使
用用黑色矩阵覆盖薄膜晶体管的所有区域来形成存储电容器，所以即使
将来电极和布线的宽度减小，也可以确保足够的电容。
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